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Inventia se referd la procedeele de obtinere a materialelor semiconductoare si poate fi utilizatd in tehnologia
semiconductoare.

Procedeul de obtinere a monocristalelor de ZnO din faza gazoasa consta in cresterea acestora intr-un volum inchis
cu utilizarea agentilor chimici de transport. in calitate de agenti chimici de transport se utilizeaza HCI cu o presiune
initiala la temperatura de crestere de 1...5 atm si hidrogen, care se mentine in procesul de crestere la 0 presiune
constanta egala cu 50...200% din presiunea initiala a HCI. Pentru cresterea monocristale-lor se utilizeaza un
germene de ZnO cu orientarea cristalograficd [0001]Zn sau [0007]O. Cresterea se efectueazi la tempera-tura de
980...1100°C.
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